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(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス液晶表示素子

(57)【要約】
【課題】  高精細の液晶表示素子に対しても、縦クロス
ト－クレベルの低い、すなわち高画質品位を保持した液
晶表示素子を実現する。
【解決手段】  画素電極の左端のパタ－ンエッジと画素
電極の左隣のソ－スラインの右端のパタ－ンエッジとの
距離ＤＬと、画素電極の右端のパタ－ンエッジと画素電
極の右隣のソ－スラインの左端のパタ－ンエッジとの距
離ＤＲとが異なる値となるように、画素電極とソ－スラ
インとの位置関係を設定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  画像信号を伝達する複数のソ－スライン
と、前記ソ－スラインと交差する方向に設けられ、走査
信号を伝達する複数のゲ－トラインと、ソ－スラインと
ゲ－トラインとの各交差部に対応して設けられた画素電
極と、各画素電極に接続されるとともに、ソ－スライ
ン、及びゲ－トラインにそれぞれゲ－ト電極、及びソ－
ス電極を介して接続された画素トランジスタと、画素電
極に対向して設けられた対向電極と、液晶と、前記液晶
に印加される電圧を保持するための蓄積容量を具備する
アクティブマトリクス表示素子において、前記画素電極
と前記画素電極の左隣の前記ソ－スラインとの間に形成
される容量をＣｓｄ(Ｌ)、同じく前記画素電極と前記画
素電極の右隣の前記ソ－スラインとの間に形成される容
量をＣｓｄ(Ｒ)とすると、Ｃｓｄ(Ｌ)とＣｓｄ(Ｒ)とが
異なる値となるように画素を構成することを特徴とする
アクティブマトリクス液晶表示素子。
【請求項２】  前記画素電極の左端のパタ－ンエッジと
前記画素電極の左隣の前記ソ－スラインの右端のパタ－
ンエッジとの距離をＤＬ、同じく前記画素電極の右端の
パタ－ンエッジと前記画素電極の右隣の前記ソ－スライ
ンの左端のパタ－ンエッジとの距離をＤＲとすると、Ｄ
ＬとＤＲとが異なる値となるような位置関係に配置する
ことを特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリク
ス液晶表示素子。
【請求項３】  前記液晶を駆動する方式として、ライン
反転駆動方式を用いることを特徴とする請求項１に記載
のアクティブマトリクス液晶表示素子。
【請求項４】  前記液晶を駆動する方式として、ドット
反転駆動方式を用いることを特徴とする請求項１に記載
のアクティブマトリクス液晶表示素子。
【請求項５】  前記液晶を駆動する方式として、容量結
合駆動方式を用いることを特徴とする請求項３、又は４
に記載のアクティブマトリクス液晶表示素子。
【請求項６】  前記画素電極と、前記左隣のソ－スライ
ンと、前記右隣のソ－スラインとの位置関係を、ＲＧＢ
の各画素に対して、前記ＲＧＢのうち少なくとも１つ
は、異なった位置関係に配置することを特徴とする請求
項１に記載のアクティブマトリクス液晶表示素子。
【請求項７】  前記ＲＧＢの各画素において、それぞれ
Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する前記ＤＬ、前記ＤＲを、それぞれ
ＤＬ(Ｒ)、ＤＲ(Ｒ)、ＤＬ(Ｇ)、ＤＲ(Ｇ)、ＤＬ(Ｂ)、
ＤＲ(Ｂ)とすると、少なくともＤＬ(Ｂ)＞ＤＲ(Ｂ)を満
たすことを特徴とする請求項６に記載のアクティブマト
リクス液晶表示素子。
【請求項８】  前記ＤＬ(Ｇ)、前記ＤＲ(Ｇ)に対し、Ｄ
Ｌ(Ｇ)＝ＤＲ(Ｇ)を満たし、かつ前記ＤＬ(Ｒ)、前記Ｄ
Ｒ(Ｒ)、前記ＤＬ(Ｂ)、前記ＤＲ(Ｂ)に対し、
ＤＬ(Ｒ)≠ＤＲ(Ｒ)、ＤＬ(Ｂ)≠ＤＲ(Ｂ)のうちのどち
らか一方、又は両方を満たすことを特徴とする請求項６*
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*に記載のアクティブマトリクス液晶表示素子。
【請求項９】  前記ＤＬ、前記ＤＲに対し、前記ＲＧＢ
のうち少なくとも１つはＤＬ＝ＤＲを満たし、そのとき
のＤＬとＤＲを、ＤＬ＝ＤＲ＝ＤＣとおき、かつ前記Ｒ
ＧＢのうち少なくとも１つはＤＬ≠ＤＲを満たし、ＤＬ
＞ＤＲのときはＤＲ＝ＤＭとおき、ＤＬ＜ＤＲのときは
ＤＬ＝ＤＭとおくとき、ＤＣ＝ＤＭを満たすことを特徴
とする請求項１に記載のアクティブマトリクス液晶表示
素子。
【請求項１０】  前記ＤＭの値が、ＤＭ≧１.０μmの範
囲を満たすことを特徴とする請求項９に記載のアクティ
ブマトリクス液晶表示素子。
【請求項１１】  画像表示部を前記ゲ－トラインの長さ
方向に対して複数の領域に分割し、各領域内の画素ごと
に前記ＤＬ、又は前記ＤＲ、又はその両方を異なった値
に設定して形成することを特徴とする請求項１に記載の
アクティブマトリクス液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、各画素に対応する
トランジスタを有した、いわゆるアクティブマトリクス
液晶表示素子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、液晶表示素子の大型化、高精細
化、高画質化が急激に進んでおり、これらの要求を満た
すための取り組みが盛んに行われている。特に、画質の
課題としては、縦クロスト－クの低減が重要であり、近
年の液晶表示素子の高精細化によってますます深刻な課
題になりつつある。
【０００３】液晶表示素子の高精細化が進むと、アクテ
ィブマトリクス表示を行う画素部において、より開口率
が重視され、透明画素電極パタ－ンの面積をできる限り
大きくする必要があるので一般には透明画素電極パタ－
ンエッジと、その両隣のソ－スラインのパタ－ンエッジ
との距離は、マスク合わせ精度に相当する距離まで接近
させる。しかし、このように接近させると、透明画素電
極とソ－スラインとの間に形成される容量が増大し、そ
の結果縦クロスト－クが増大し、画質課題を引き起こ
す。縦クロスト－クは表示画面において、中間調レベル
における背景に対し、黒レベル、又は白レベルのウィン
ドウパタ－ンを表示させた際にウィンドウパタ－ンの上
部、又は下部の、中間調の背景パタ－ンが、それ以外の
領域の中間調の背景パタ－ンよりも、黒、又は白側に変
位する減少であり、背景がベタ表示である場合は、主に
画素トランジスタのオフリ－クによる、画素電位の変化
が原因となって起こる。一方、背景が、特定の表示パタ
－ンを有する場合、画素電位が、その両隣に存在するソ
－スラインの信号レベルの変化の影響を受け、縦クロス
ト－クが発生することがある。その際の信号レベル変化
の原因は、画素電極とソ－スラインとの間に形成される
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容量にある。ただしこの場合は、背景に表示パタ－ンを
有する場合のように、画素電極の両隣のソ－スラインの
信号パタ－ンが異なる場合などに現れ、ベタ表示の場合
には原理的には、このような原因では縦クロスト－クは
発生しない。しかしながら、実際の表示において、例え
ばシアンドット市松パタ－ン等の背景表示パタ－ンが使
用されることが多く、近年、大きな課題となっている。
【０００４】これに対する対策としては、ソ－スライン
と透明画素電極との間の容量値そのものを小さくする方
法がある。具体的な方法としては、パッシベ－ション用
絶縁膜の膜厚を厚くする方法や、たとえば特開平０９－
９０４０４号公報に開示されているように、パッシベ－
ション用絶縁膜の膜質を変化させることによって誘電率
を低くする方法等がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ソ－ス
ラインと透明画素電極は、通常パッシベ－ション用絶縁
膜を介して膜厚方向に隔てられているため、このような
方法で容量値を原理的に変化させることができるが、実
際には絶縁膜の信頼性や、パタ－ン形状、加工の問題に
よる制限が多く、現実的な方法ではない。
【０００６】また、透明画素電極パタ－ンエッジと、そ
の両隣にあるソ－スラインのパタ－ンエッジとの距離Ｄ
Ｌ(ＤＲ)を可能な限り大きくとることにより、ソ－スラ
イン－透明画素電極間容量を小さくすることも考えられ
る。しかしながら、ＤＬ(ＤＲ)を大きくとると、必然的
に透明画素電極パタ－ンの幅が小さくなるので、開口率
が減少するという欠点が生じる。
【０００７】本発明は、以上のような課題を解決するた
めになされたものであり、開口率を低減させることな
く、縦クロスト－クを画質上問題とならない水準にまで
低減させるために、画素内における、透明画素電極と、
その両隣のソ－スラインの配置方法について創意工夫を
施したものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、縦クロスト－
クを、画質上問題とならない水準にまで低減させるため
に、画素内における、透明画素電極と、その両隣のソ－
スラインの配置方法に工夫を施したものである。
【０００９】すなわち、本発明の液晶表示素子は、画像
信号を伝達する複数のソ－スラインと、ソ－スラインと
交差する方向に設けられ、走査信号を伝達する複数のゲ
－トラインと、ソ－スラインとゲ－トラインとの各交差
部に対応して設けられた画素電極と、各画素電極に接続
されるとともに、ソ－スライン、及びゲ－トラインにそ
れぞれゲ－ト電極、及びソ－ス電極を介して接続された
画素トランジスタと、画素電極に対向して設けられた対
向電極と、液晶と、液晶に印加される電圧を保持するた
めの蓄積容量を具備するアクティブマトリクス表示素子
において、画素電極とその左隣の前記ソ－スラインとの
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間に形成される容量をＣｓｄ(Ｌ)、同じく画素電極とそ
の右隣の前記ソ－スラインとの間に形成される容量をＣ
ｓｄ(Ｒ)とすると、Ｃｓｄ(Ｌ)とＣｓｄ(Ｒ)とが異なる
値となるように画素を構成することを特徴とする。これ
により、何ら製造工程を追加することなく縦クロストー
クを低減することができる。
【００１０】より具体的には、画素電極の左端のパタ－
ンエッジと画素電極の左隣の前記ソ－スラインの右端の
パタ－ンエッジとの距離をＤＬ、同じく画素電極の右端
のパタ－ンエッジと画素電極の右隣のソ－スラインの左
端のパタ－ンエッジとの距離をＤＲとすると、ＤＬとＤ
Ｒとが異なる値となるような位置関係に配置する。この
ようにすることにより、２Ｈ１Ｖ反転駆動を用いなくて
も、特定の背景パタ－ンに対して縦クロスト－クを低減
することができる。従って、これに併せて容量結合駆動
を用いると、縦クロスト－クと、それ以外の画質課題の
改善の両立が可能となり、より利点が大きくなる。さら
にこの際に、ライン反転駆動を用いるか、ドット反転駆
動を用いるかの２通りがあり、縦クロスト－クの許容範
囲の程度によって、この選択を行えばよい。すなわち、
ライン反転駆動に対して、本発明の構成によって、縦ク
ロスト－クが許容限内に抑制できればライン反転駆動を
用い、そうでなければドット反転駆動を用いればよい。
【００１１】ＤＬとＤＲの関係はＲＧＢの各画素に対し
て独立に設定することが可能であり、ＲＧＢのうち少な
くとも１つは異なった位置関係に配置することにより、
特定の背景パタ－ンに対して、特に縦クロスト－クを低
減することが可能となる。例えば、背景としてシアン市
松パタ－ンを想定した場合、ＲＧＢの各画素の左隣、及
び右隣のソ－スラインの信号波形は、Ｒは、左隣が（＋
黒、－黒）、右隣が（＋中、－黒）、Ｇは、左隣、右隣
共に（＋中、－黒）、Ｂは、左隣が（＋中、－黒）、右
隣が（＋黒、－黒）となる。ただし中は中間調の略であ
り、＋、－はそれぞれ正極書き込み、負極書き込みを示
すものとする。
【００１２】従って、ＲとＢに関しては少なくとも、ラ
イン反転駆動、ドット反転駆動の違いによらず、左隣と
右隣とで信号の変動量に差異があるために、画素電極と
ソ－スラインの間の容量を介して画素電位が変動する。
ただしＲはもともと黒書き込みであるためにほとんど輝
度の影響を受けないのに対し、Ｂは中間調書き込みの画
素と黒書き込みの画素とが、交互に配置されているの
で、中間調書き込みの画素に着目すると、輝度の変化が
観測されることになる。
【００１３】ここで、Ｒ、Ｇ、Ｂに対応するＤＬ、ＤＲ
を、それぞれＤＬ(Ｒ)、ＤＲ(Ｒ)、ＤＬ(Ｇ)、ＤＲ
(Ｇ)、ＤＬ(Ｂ)、ＤＲ(Ｂ)とすると、ＤＬ(Ｂ)＞ＤＲ
(Ｂ)を満たすようにＢの画素電極を配置すれば、左隣の
ソ－スラインと画素電極との間の容量を小さくすること
ができ、その結果、画素Ｂに対する電位変動量を低減す
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ることができる。
【００１４】次に画素Ｇについて考察すると、ライン反
転駆動の場合は、左隣と右隣のソ－スラインに供給され
る信号波形は互いに同相であるため、ＤＬ(Ｇ)≠ＤＲ
(Ｇ)としても、ＤＬ(Ｇ)＋ＤＲ(Ｇ)＝一定であれば、画
素電位変動量に変化はない。
【００１５】一方ドット反転駆動の場合は、左隣と右隣
のソ－スラインに供給される信号波形は互いに逆相であ
るため、ＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ(Ｇ)の場合のみ画素電位変動量
が、完全に相殺されて０となるのに対し、ＤＬ(Ｇ)≠Ｄ
Ｒ(Ｇ)の場合には、画素電位変動量が、完全に相殺され
ないために、０とはならない。従って、ＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ
(Ｇ)を満たすようにＧの画素電極を配置すれば、少なく
ともドット反転駆動に対しては画素電位変動量を原理的
には０にできるので、最良の方法といえる。
【００１６】次に、ＤＬ、ＤＲの決め方について考え
る。ＤＬ＝ＤＲとなる画素電極配置の場合、ＤＬ、ＤＲ
はそれぞれ、ソ－スライン、透明画素電極に対応するマ
スクの合わせマ－ジンの限界値に設定する。従って透明
画素電極の幅、すなわち開口率を変えずに、ＤＬ≠ＤＲ
とすると、ＤＬ＞ＤＲのときはＤＲ＝ＤＭとおき、ＤＬ
＜ＤＲのときはＤＬ＝ＤＭとおくとき、必然的にＤＭ
は、マスクの合わせマ－ジンの限界値よりも小さくな
る。
【００１７】この結果、ソ－スラインと画素電極とが、
絶縁膜を介してオ－バラップすることがあり得るので、
ショ－トによる不良の原因となる可能性が増大する。従
って、ＤＬ＝ＤＲなる画素電極において、ＤＬ＝ＤＲ＝
ＤＣとおくと、ＤＣ＝ＤＭを満たすようにＤＭを設定す
ることが望ましい。ただしこのとき、ＤＬ≠ＤＲなる画
素の開口率は、ＤＬ＝ＤＲなる画素の開口率よりも若干
小さくなるという欠点が生じる。
【００１８】このようにすると、ＤＭはソ－スライン、
透明画素電極に対応するマスクの合わせマ－ジンの限界
値程度に設定することになる。合わせマ－ジンは通常
１.０～２.０μm程度であるので、より具体的には、Ｄ
Ｍの値が、ＤＭ≧１.０μmの範囲を満たすように設定す
ることが望ましい。
【００１９】以上のように、縦クロスト－クを画質上問
題とならない水準にまで低減させるために、画素電極の
左端のパタ－ンエッジと画素電極の左隣の前記ソ－スラ
インの右端のパタ－ンエッジとの距離ＤＬと、同じく画
素電極の右端のパタ－ンエッジと画素電極の右隣のソ－
スラインの左端のパタ－ンエッジとの距離ＤＲとが異な
る値となるような位置関係に配置することにより、高精
細の液晶表示素子に対しても、縦クロスト－クレベルの
低い、すなわち高画質品位を保持した液晶表示素子を実
現することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】（実施の形態１）まず、従来の画
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素構成について述べる。図１は従来の１画素内における
各パタ－ンの配置構成を説明するための説明図である。
図１(ａ)はその上面図であり、図１(ｂ)は、図１(ａ)に
おけるＡ－Ａ’間の矢視断面図である。
【００２１】図１(a)において、当段ソ－スライン－透
明画素電極間距離１０(以下ＤＬと記述する)と、次段ソ
－スライン－透明画素電極間距離１１(以下ＤＲと記述
する)は等しくなるように、当段ソ－スライン１ａ、次
段ソ－スライン１ｂ、及び透明画素電極４がそれぞれ配
置されている。
【００２２】ここで、当段ソ－スライン１ａは、当段に
おける透明画素電極４に信号を供給しており、一方、次
段ソ－スライン１ｂは、右隣りの画素における透明画素
電極(図示せず)に信号を供給している。ＤＬとＤＲは、
通常ソ－スライン１をパタ－ニングするマスクと、透明
画素電極４をパタ－ニングするためのマスクとの合わせ
マ－ジンの限界値に設定する。従って、ＤＬ(ＤＲ)＜０
とはならず、ＤＬ(ＤＲ)＞０なる条件が満たされるよう
にしている。ここでＤＬ(ＤＲ)＜０とは、ソ－スライン
１と透明画素電極４とが、パッシベ－ション用絶縁膜１
２を介して互いにオ－バラップしている状態を意味して
おり、逆にＤＬ(ＤＲ)＞０とは、ソ－スライン１と透明
画素電極４とが、特定の距離を持って互いに隔てられて
いる状態を意味している。
【００２３】図２はソ－スライン１－透明画素電極４間
容量(以下Ｃｓｄと記述する)とＤＬ(ＤＲ)との相関を示
す特性曲線を示したものである。ソ－スライン１と透明
画素電極４とは、図１(ｂ)に示すとおり、パッシベ－シ
ョン用絶縁膜１２を介して断面方向にも隔てられてお
り、従ってソ－スライン１と透明画素電極４の端部は互
いに斜め方向の位置関係にあるが、電界は垂直方向のみ
ならず斜め方向にも一部広がるために、ＤＬ(ＤＲ)＞０
の場合にもＣｓｄは０ではない値を有する。
【００２４】図２からわかるとおり、ＤＬ(ＤＲ)＞０の
領域では、ＤＬ(ＤＲ)がある一定以上大きければ、Ｃｓ
ｄはほぼ無視できるほど小さいが、ＤＬ(ＤＲ)がある一
定以上小さくなると、Ｃｓｄは急激に大きくなり、ＤＬ
(ＤＲ)＜０の領域では、ＤＬ(ＤＲ)に対して一定の割合
でＣｓｄは増加してゆく。ここで改めて図１(ａ)の構成
を考えると、ＤＬ(ＤＲ)はマスク合わせマ－ジンの限界
値程度とすると、具体的には約１μm～２μm程度であ
り、Ｃｓｄは無視できないレベルの大きさを有し、しか
もＤＬ(ＤＲ)の変化に対してＣｓｄは急激に増減すると
考えられる。又、Ｃｓｄを、当段ソ－スライン１ａ－透
明画素電極４間容量(以下Ｃｓｄ１と記述する)と、次段
ソ－スライン１ｂ－透明画素電極４間容量(以下Ｃｓｄ
２と記述する)とに分けて考えると、Ｃｓｄ１＝Ｃｓｄ
２となっている。ここで、このときのＣｓｄ１、Ｃｓｄ
２を、Ｃｓｄ１＝Ｃｓｄ２＝Ｃｓｄｃとおくこととす
る。
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7
【００２５】以上が従来構成に関する説明であり、以下
に本発明における実施の形態１について述べる。
【００２６】実施の形態１を説明するための説明図を図
３に示す。図３においてＤＬとＤＲは、ＤＬ＞ＤＲとな
っている。図１においてＤＬ＝ＤＲ＝ＤＣとおくと図３
においては、開口率を変化させない、つまり透明画素電
極４を図１の位置から右方向へずらす形となるのでＤＬ
＞ＤＣ、ＤＲ＜ＤＣとなる。
【００２７】ＤＣ＝ＤＫとすると、図２の特性から考え
て、Ｃｓｄ１＜Ｃｓｄｃ、Ｃｓｄ２＞Ｃｓｄｃとなり、
しかも図２におけるＤＫ付近の曲線の急激な変化を考慮
すると、Ｃｓｄ１はＣｓｄｃに比べて大きく減少し、Ｃ
ｓｄ２はＣｓｄｃに比べて大きく増加することがわか
る。このようにＣｓｄ１とＣｓｄ２の値をＤＬ、ＤＲを
変化させて意図的に異ならせることにより、開口率を低
下させることなく特定のソ－スラインに対するＣｓｄの
値を低減させることができ、その結果、特定の背景パタ
－ンを想定した場合の縦クロスト－ク率を低減すること
ができる。
【００２８】（実施の形態２）本発明における実施の形
態２について述べる。実施の形態２を説明するための説
明図を図４に示す。図４においてＣｓｄ１とＣｓｄ２の
値をＤＬ、ＤＲを変化させて意図的に異ならせるという
点においては実施の形態１と同様であるが、画素の駆動
方法として容量結合駆動を用いることが本実施の形態に
おける特徴である。
【００２９】図４においては前段ゲ－トライン５ｂと透
明画素電極４との間に蓄積容量を形成し、ゲ－トライン
に補償電位パルスを重畳することによって容量結合駆動
を行う場合を想定した画素構造となっているが、補償電
位パルスを供給する駆動回路を独立に設け、これを蓄積
容量形成用独立電極９に供給する、いわゆる独立容量結
合駆動を用いてもよく、この場合は図１と同様に、蓄積
容量形成用独立電極９と透明画素電極４との間に蓄積容
量を形成する画素構成のままでよい。
【００３０】容量結合駆動の利点は、対向電圧を一定の
ままで、ソ－ス信号パルスの振幅を、通常の対向一定の
駆動の場合よりも小さくできる点にあり、液晶の応答速
度の高速化、及び低消費電力化が可能となる。一方、ド
ット反転駆動や２Ｈ１Ｖ反転駆動を用いる際に、横筋
や、首振り横筋等の画質課題が生じるという欠点があ
り、このためにライン反転駆動を用いざるを得なかった
が、ライン反転駆動を用いると、特定の背景パタ－ンに
おいて縦クロスト－クが発生しやすくなり問題となる。
従って、本実施の形態のように縦クロスト－クを低減さ
せる構成とすることで、縦クロスト－クと、それ以外の
画質課題を両立することが可能となり、本発明による効
果が増大する。
【００３１】（実施の形態３）本発明における実施の形
態３について述べる。実施の形態３を説明するための説
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明図を図５に示す。図５はＲＧＢの３画素分の画素構成
を示しているが、ここでＤＬ、ＤＲをＲＧＢの３種類に
ついて区別している。それぞれＲ、Ｇ、Ｂに対応するＤ
Ｌ、ＤＲを、それぞれＤＬ(Ｒ)、ＤＲ(Ｒ)、ＤＬ(Ｇ)、
ＤＲ(Ｇ)、ＤＬ(Ｂ)、ＤＲ(Ｂ)と記述することにする。
実施の形態１、２において、ＤＬ≠ＤＲなる条件を満た
すような画素構成について述べたが、これを全ての画素
について行う必要は必ずしもなく、ＲＧＢごとに独立し
て構成することが可能となる。
【００３２】ＲＧＢをそれぞれどのように構成するかに
ついては、どのような背景パタ－ンを想定するかを考慮
したうえで設定する必要がある。本実施の形態では、背
景パタ－ンとしてシアンドット市松パタ－ンを想定して
いる。シアン系の表示は、ノ－ト型、或いはモニタ用Ｐ
Ｃにおいて頻繁に用いられ、ドット市松パタ－ンと組み
合わせて表示される場合も多いため、優先的に画像特性
を改善する必要がある。図６は、表示画面内内の中央部
に黒ウィンドウパタ－ンが表示されている場合の各表示
領域を示した説明図である。
【００３３】図６において、画像表示面の中央のウィン
ドウ表示部19には黒レベルの信号が書き込まれている。
ウィンドウ表示部19の周辺には背景パタ－ン表示部20が
ある。ここで背景パタ－ン表示部20を、ウィンドウ表示
部19の境界を境目にして、カラム方向、又はライン方向
に平行にそれぞれ２種類の領域に区別する。すなわちカ
ラム方向についてはウィンドウ表示部19の存在するウィ
ンドウカラム部21と、それ以外の背景カラム部22に分か
れ、同じくライン方向についてもウィンドウ表示部19の
存在するウィンドウライン部24と、それ以外の背景ライ
ン部23に分かれる。
【００３４】このときウィンドウカラム部21のうち背景
ライン部23にも相当する領域は、背景カラム部22と同じ
背景パタ－ン表示部20内の一部分であるにもかからわ
ず、背景カラム部22に対し若干輝度が異なり、クロスト
－ク表示部25として表示されている。このような画像不
良の現象を縦クロスト－クという。次にこの現象を詳細
に考察するために、ウィンドウカラム部21と背景カラム
部22に対しそれぞれ画素ＲＧＢ用ソ－スライン26ａ～26
ｆに印加されるソ－ス信号パルス波形を分析する。図７
は、背景パタ－ンとしてシアンドット市松パタ－ンを表
示させた場合の、ＲＧＢ各画素に供給されるソ－ス信号
パルス波形を示した説明図である。
【００３５】図７において、それぞれのソ－スラインに
対し、背景ライン部23に対するパルス波形27ａ～27ｆを
図７(ａ)に、ウィンドウライン部24に対するパルス波形
28ａ～28ｆを図７(ｂ)に示している。ウィンドウ表示部
19における波形のみ、ＲＧＢ全て黒信号である。すなわ
ち黒レベルソ－ス電圧(正極側)29(以下＋Ｖ(ＢＬ)と記
述する)と、黒レベルソ－ス電圧(負極側)30(以下－Ｖ
(ＢＬ)と記述する)とが交互に書き込まれるパルス波形2
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8a～28ｃとなっている。ここで、電圧値ＡとＢとが周期
的に繰り返されるパルス波形を(Ａ、Ｂ)と表現すること
にすると、パルス波形28a～28ｃは、(＋Ｖ(ＢＬ)、－Ｖ
(ＢＬ))と記述できる。
【００３６】それ以外の領域については背景表示部20内
であるのでシアンドット市松パタ－ン表示となる。シア
ンドット市松パタ－ンは、ＲＧＢのうちＲは黒表示で、
ＧとＢは中間調表示となる。ただしドット市松パタ－ン
であることから、１ラインごとに中間調表示と黒表示と
が交互に書き込まれることになる。従って図７において
画素Ｒに対応するパルス波形27ａ、27ｄ、28ｄは、パル
ス波形28a～28ｃと同様に(＋Ｖ(ＢＬ)、－Ｖ(ＢＬ))と
記述され、画素Ｇ、Ｂに対応するパルス波形27ｂ、27
ｃ、27ｅ、27ｆ、28ｂ、28ｃ、28ｅ、28ｆは、中間調レ
ベルソ－ス電圧(正極側)31を＋Ｖ(ＧＬ)とすると、(＋
Ｖ(ＧＬ)、－Ｖ(ＢＬ))と記述される。
【００３７】次に画素ＲＧＢにそれぞれ書き込まれた画
素電位が、１フィ－ルド期間内に時間的にどのような変
動を受けるかを図８に基づいて考察する。図８は、画素
ＲＧＢの構成の概略を示す説明図である。図８におい
て、ソ－スライン18、透明画素電極33、透明画素電極－
ソ－スライン間容量34は画素ＲＧＢに対応して区別して
いる。
【００３８】図８からわかるように、各画素電位は保持
された後もソ－スライン18に印加されるパルス波形の変
化に影響を受けて周期的に変化する。画素電位の変動量
はソ－ス電位の変動振幅とソ－スライン－透明電極間容
量(以下Ｃｓｄと記述する)との積に比例する。注目すべ
き画素は中間調が書き込まれるＧとＢであるが、まず画
素Ｂに注目する。図７はライン反転駆動を想定している
ためＲＧＢに印加されるパルス波形は全て同相である
が、ドット反転の場合はＲＧＢは、隣同士で互いに逆相
の関係にある(図省略)。
【００３９】画素Ｂに対しては、クロスト－ク表示部25
と背景カラム部22との１フィ－ルド間の平均電位の差
は、ライン反転駆動とドット反転駆動とでほぼ同レベル
でしかも、|Ｖ(ＢＬ)－Ｖ(ＧＬ)|と、透明画素電極－ソ
－スライン間容量34ｃ(以下Ｃｓｄ１(Ｂ)と記述する)と
の積に比例する。これは図８におけるソ－スライン18ｃ
と透明画素電極－ソ－スライン間容量34ｃとのみに起因
し、ソ－スライン18ａと透明画素電極－ソ－スライン間
容量35ｃ(以下Ｃｓｄ１(Ｂ)と記述する)とには起因しな
いことを意味する。
【００４０】なぜなら、ソ－スライン18ａは全表示画面
内において(＋Ｖ(ＢＬ)、－Ｖ(ＢＬ))であり、同相、逆
相に関わらず差は現れないからである。一方ソ－スライ
ン18ｃは、図６におけるソ－スライン26ｃの信号振幅
(Ｖ(ＢＬ)＋Ｖ(ＧＬ))とソ－スライン26ｆの信号振幅
(Ｖ(ＢＬ)＋Ｖ(ＢＬ))の差|Ｖ(ＢＬ)－Ｖ(ＧＬ)|を有す
る。
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【００４１】以上より画素Ｂに関しては、ライン反転駆
動とドット反転駆動とに関係なく、Ｃｓｄ１(Ｂ)＜Ｃｓ
ｄ２(Ｂ)、すなわち図５においてＤＬ(Ｂ)＞ＤＲ(Ｂ)と
なるように画素Ｂ用透明画素電極33ｃを配置すれば、Ｃ
ｓｄ１(Ｂ)を小さくすることができ、画素Ｂに起因する
縦クロスト－クを抑制することができる。
【００４２】一方画素Ｇについては、図８においてソ－
スライン18ｂと18ｃとは、ドット反転駆動の場合は同じ
信号パタ－ンで互いに逆相であることから隣同士でキャ
ンセルするため、クロスト－ク表示部25と背景カラム部
22との１フィ－ルド間の平均電位の差は、|Ｖ(ＢＬ)－
Ｖ(ＧＬ)|と、透明画素電極－ソ－スライン間容量34ｂ
(以下Ｃｓｄ１(Ｇ)と記述する)と透明画素電極－ソ－ス
ライン間容量35ｂ(以下Ｃｓｄ２(Ｇ)と記述する)との差
|Ｃｓｄ１(Ｇ)－Ｃｓｄ２(Ｇ)|との積に比例するのに対
し、ライン反転駆動の場合は同相で、ソ－スライン18ｂ
とソ－スライン18ｃの両方が平均電位の差に起因するた
め、|Ｖ(ＢＬ)－Ｖ(ＧＬ)|と(Ｃｓｄ１(Ｇ)＋Ｃｓｄ２
(Ｇ))との積に比例する。
【００４３】以上より画素Ｂに関しては、ライン反転駆
動とドット反転駆動とに関係なく、図８においてＣｓｄ
１(Ｂ)＝Ｃｓｄ２(Ｂ)、すなわち図５においてＤＬ(Ｂ)
＝ＤＲ(Ｂ)となるように画素Ｇ用透明画素電極33ｂを配
置すれば、画素Ｂに起因する縦クロスト－クを最小にす
ることができる。その理由はドット反転駆動については
もともとＣｓｄ１(Ｇ)＝Ｃｓｄ２(Ｇ)であれば完全にキ
ャンセルできるのであるから、故意にＣｓｄ１(Ｇ)≠Ｃ
ｓｄ２(Ｇ)とすると、その差異分だけむしろ電位変動が
起こる原因となることから自明である。一方ライン反転
駆動については図２のＣｓｄ－ＤＬ(ＤＲ)特性を考慮す
る必要がある。
【００４４】Ｃｓｄ１(Ｇ)＝Ｃｓｄ２(Ｇ)の場合のＤ
Ｌ、ＤＲがＤＬ＝ＤＲ＝ＤＫであるとすると、Ｃｓｄ１
(Ｇ)≠Ｃｓｄ２(Ｇ)の場合は、ＤＬとＤＲのうちのどち
らか一方がＤＫより大きくなり、もう一方はＤＫより小
さくなることは自明である。ここで図２の特性を考慮す
ると、ＤＬ(ＤＲ)がＤＫより小さい場合はＣｓｄは急激
に増加するのに対し、ＤＬ(ＤＲ)がＤＫより大きい場合
はＣｓｄは緩やかに減少している。すなわちＤＬ＝ＤＲ
＝ＤＫからどちらの方向にずれてもト－タルでは増加分
が大きい。従って(Ｃｓｄ１(Ｇ)＋Ｃｓｄ２(Ｇ))はＤＬ
＝ＤＲ、すなわちＣｓｄ１(Ｇ)＝Ｃｓｄ２(Ｇ)の場合に
ほぼ最小化されていると考えることができる。
【００４５】以上の考察を総合した結果、図５に示すよ
うに、ＤＬ(Ｒ)＝ＤＲ(Ｒ)、ＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ(Ｇ)、ＤＬ
(Ｂ)＞ＤＲ(Ｂ)を満たすように画素ＲＧＢをそれぞれ構
成することによって、背景パタ－ンとしてシアンドット
市松パタ－ンが表示された場合でも、縦クロスト－クレ
ベルの低い良好な画像特性を得ることが可能となる。
【００４６】（実施の形態４）本発明における実施の形
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態４について述べる。実施の形態４を説明するための説
明図を図９に示す。図９は、図５と同様にＲＧＢの３画
素分の画素構成を示しており、画素Ｇ、画素Ｂにおいて
は図５と同様にＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ(Ｇ)、ＤＬ(Ｂ)＞ＤＲ
(Ｂ)となるよう構成しているが、画素Ｒについては、図
５ではＤＬ(Ｒ)＝ＤＲ(Ｒ)であるのに対し、図９ではＤ
Ｌ(Ｒ)＞ＤＲ(Ｒ)としている。
【００４７】背景パタ－ンとしてシアンドット市松パタ
－ンのみを想定する場合は、画素Ｒは黒レベルしか書き
込まれないので、電位変化は輝度変化にほとんど影響し
ないため、図５では特に画素Ｒに留意しなかったが、画
素Ｒに中間調レベルを含むドットパタ－ンが印加される
場合を想定した場合、結果的には少なくとも画素Ｇにも
中間調レベルを含むドットパタ－ンが印加される場合に
は最も縦クロスト－クを抑制できる構成となっている。
【００４８】それに対し、本実施の形態では、画素Ｒに
中間調レベルを含むドットパタ－ンが印加される場合に
おいて、少なくとも画素Ｇには黒レベルしか書き込まれ
ないような背景表示パタ－ンに対して縦クロスト－クを
抑制することが可能な構成となっている。
【００４９】尚、図９において、画素Ｇに対しては図５
と同様にＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ(Ｇ)としているが、この場合は
実施の形態３とは逆に、画素Ｇは黒レベルしか書き込ま
れないために、特にＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ(Ｇ)である必要はな
く、ＤＬ(Ｇ)≠ＤＲ(Ｇ)でも問題とはならない。
【００５０】（実施の形態５）本発明における実施の形
態５について述べる。実施の形態５を説明するための説
明図を図１０に示す。図１０は、実施の形態３における
図５と同様にＤＬ(Ｒ)＝ＤＲ(Ｒ)、ＤＬ(Ｇ)＝ＤＲ
(Ｇ)、ＤＬ(Ｂ)＞ＤＲ(Ｂ)を満たす構成となっている
が、唯一異なるのはＤＲ(Ｂ)の長さのとり方である。
【００５１】ここでＤＬ(Ｒ)＝ＤＲ(Ｒ)＝ＤＬ(Ｇ)＝Ｄ
Ｒ(Ｇ)＝ＤＣとおくと、実施の形態３ではＤＬ(Ｂ)＋Ｄ
Ｒ(Ｂ)＝２×ＤＣを保っているので、ＤＬ(Ｂ)＞ＤＣ、
ＤＲ(Ｂ)＜ＤＣとなっている。ＤＬ(Ｂ)＋ＤＲ(Ｂ)＝２
×ＤＣを保つことはすなわち透明画素電極４の幅を画素
ＲＧＢにおいて一定に保つことを意味しているが、これ
は開口率を低下させることなく縦クロスト－クを抑制す
るためである。
【００５２】しかしながら、一般にＤＣの長さは、マス
ク合わせマ－ジン限界値16(以下ＤＫと記述する)に設定
する場合が多く、上記構成ではＤＣ＝ＤＫより、ＤＲ
(Ｂ)＜ＤＫ、すなわちＤＲ(Ｂ)がマスク合わせマ－ジン
の限界値以下に設定されてしまう。
【００５３】この結果ＤＲ(Ｂ)＜０、すなわち透明画素
電極４のパタ－ンと、画素Ｒ用ソ－スライン18ａのパタ
－ンとがパッシベ－ション用絶縁膜12を介して一部オ－
バラップする可能性が生じる。このようになると、画素
Ｒ用ソ－スライン18ａに対する容量負荷が必要以上に大
きくなったり、透明画素電極４と画素Ｒ用ソ－スライン

12
18ａとのショ－トによる不良が発生する可能性が高くな
り、問題となる。
【００５４】そこで本実施の形態では、ＤＲ(Ｂ)＝ＤＣ
とする構成とする。ここでＤＣ＝ＤＫとするとＤＲ(Ｂ)
＝ＤＫとなり、すなわち少なくともマスク合わせマ－ジ
ンの限界値は保たれているので、前述のような問題を解
決できる。ただしこの場合はＤＬ(Ｂ)＋ＤＲ(Ｂ)＜２×
ＤＣとなり、画素Ｒ、画素Ｇよりも開口率が若干小さく
なるという欠点があるが必要最小限にはとどめることが
できる。
【００５５】（実施の形態６）本発明における実施の形
態６について述べる。実施の形態６を説明するための説
明図を図１１に示す。図１１は、画像表示部の水平方向
にある一定距離隔てられた２つの画素の構成を比較した
ものであり、ここでは特に画素Ｂのみについて比較して
いる。
【００５６】また、画素Ｂの構成としては、基本的には
実施の形態３に示したように、ＤＬ(Ｂ)＞ＤＲ(Ｂ)なる
関係を満たすような構成をとるものとする。
【００５７】図１１(ａ)、(ｂ)において、(ａ)に示す画
素Ｘは(ｂ)に示す画素Ｙよりも相対的にゲ－トライン５
の、より給電端側に存在するものとしている。大型高精
細液晶表示素子においては、ゲ－トパルス波形が終電端
に近づくにつれてなまってくることにより、ゲ－トパル
スがオフする際に起こる突き抜け呼ばれる現象と同時に
再充電と呼ばれる現象が起こるため、ゲ－トライン５に
平行な方向にＤＣオフセット電圧が発生し、これにより
フリッカが発生することが近年問題になってきており、
これを解決するために、容量傾斜補正と呼ばれる手法が
用いられている。
【００５８】これは、具体的には画像表示部を前記ゲ－
トラインの長さ方向に対して複数の領域に分割し、各領
域ごとに前記蓄積容量(以下Ｃｓｔと記述)と、前記ゲ－
ト電極－前記画素電極間容量(以下Ｃｇｄと記述)との比
を異なった値に設定して形成することで突き抜け電圧を
終電端へ行くに従って大きくしていき、再充電の影響を
補償する方法である。
【００５９】一般に突き抜け電圧(以下Ｖｔｓと記述)
は、液晶容量をＣｌｃ、ゲ－トパルスのオン電圧をＶｇ
ｈ、同じくオフ電圧をＶｇｌとすると、Ｖｔｓ＝(Ｃｇ
ｄ／Ｃｔｏｔ)×(Ｖｇｈ－Ｖｇｌ)と記述できる。ここ
で、Ｃｔｏｔ＝Ｃｌｃ＋Ｃｓｔ＋Ｃｇｄとしている。こ
の式より、Ｖｔｓを変化させる方法としてはＣｓｔを変
化させる方法と、Ｃｇｄを変化させる方法とがあること
がわかり、実際に用いられている。ここでＣｔｏｔは透
明画素電極４に接続している全ての容量の和でなければ
ならず、従って厳密にはＣｓｄも加えて、Ｃｔｏｔ＝Ｃ
ｌｃ＋Ｃｓｔ＋Ｃｇｄ＋Ｃｓｄと表せる。
【００６０】一般的にはＣｓｄは非常に小さい値となる
ため通常はＣｓｄを無視している。しかしながら、ＤＬ
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(Ｂ)＞ＤＲ(Ｂ)のようにＤＲ(Ｂ)を通常よりも小さくす
ると、Ｃｓｄ２(Ｂ)は急激に大きな値となり、無視でき
なくなる。このとき、Ｃｓｄを変化させることによって
も、容量傾斜補正を行うことが可能となる。
【００６１】図１１(ａ)において画素Ｘにおける当段ソ
－スライン－透明画素電極間距離36ａ(以下ＤＬ(Ｘ)と
記述する)と画素Ｘにおける次段ソ－スライン－透明画
素電極間距離37ａ(以下ＤＲ(Ｘ)と記述する)との間に
は、ＤＬ(Ｘ)＞ＤＲ(Ｘ)なる関係が満たされており、同
じく図１１(ｂ)においても画素Ｙにおける当段ソ－スラ
イン－透明画素電極間距離36ｂ(以下ＤＬ(Ｙ)と記述す
る)と画素Ｙにおける次段ソ－スライン－透明画素電極
間距離37ｂ(以下ＤＲ(Ｙ)と記述する)との間には、ＤＬ
(Ｙ)＞ＤＲ(Ｙ)なる関係が満たされている。
【００６２】ここでＤＬ(Ｘ)、ＤＬ(Ｙ)は、縦クロスト
－クを抑制する最小限の長さに設定されており、異なる
画素間で等しくする必要がある。すなわちＤＬ(Ｘ)＝Ｄ
Ｌ(Ｙ)としている。
【００６３】一方、ＤＲ(Ｘ)、ＤＲ(Ｙ)は容量傾斜補正
をするために異なる値に設定している。画素Ｙの方が、
画素Ｘよりも突き抜け電圧を大きくしなければならない
ので、Ｃｓｄの値は小さく、すなわちＤＲ(Ｙ)は大きく
する必要がある。従って、ＤＲ(Ｘ)＜ＤＲ(Ｙ)としてい
る。
【００６４】このようにすると、透明画素電極４の面積
は、画素Ｙの方が画素Ｘよりも小さくなるので、一見開
口率が低くなるように思われるが、実際にはブラックマ
トリクスパタ－ン38が透明画素電極４のパタ－ンエッジ
を覆っているため、開口率はブラックマトリクスパタ－
ン38のエッジにより規定されているため、この方法を用
いると、開口率を変化させずに容量傾斜補正を行うこと
ができるという利点が生じることがわかる。
【００６５】
【発明の効果】本発明は、以上説明したような形態で実
施され、高精細の液晶表示素子に対しても、縦クロスト
－クレベルの低い、すなわち高画質品位を保持した液晶
表示素子を、製造工程を追加することなく容易に実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来における１画素内の配置構成を示す説明図
【図２】ソ－スライン－透明画素電極間容量とソ－スラ
イン－透明画素電極間距離との相関を示す特性曲線を示
す図
【図３】本発明の実施の形態１の液晶表示素子における
１画素内の配置構成を示す説明図
【図４】本発明の実施の形態２の液晶表示素子における
１画素内の配置構成を示す説明図
【図５】本発明の実施の形態３の液晶表示素子における
ＲＧＢ各画素内の配置構成を示す説明図
【図６】表示画面内ウィンドウパタ－ンを示す説明図
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【図７】シアンドット市松パタ－ンにおけるソ－ス信号
パルス波形を示す説明図
【図８】画素ＲＧＢの構成の概略を示す説明図
【図９】本発明の実施の形態４の液晶表示素子における
ＲＧＢ各画素内の配置構成を示す説明図
【図１０】本発明の実施の形態５の液晶表示素子におけ
るＲＧＢ各画素内の配置構成を示す説明図
【図１１】本発明の実施の形態６の液晶表示素子におけ
る異なるカラム上の２画素内の配置構成を示す説明図
【符号の説明】
１ａ  当段ソ－スライン
１ｂ  次段ソ－スライン
２  ソ－ス電極
３  ドレイン電極
４  透明画素電極
５ａ  当段ゲ－トライン
５ｂ  前段ゲ－トライン
６  ゲ－ト電極
７  シリコン膜
７ａ  シリコン膜(ノンド－プ層)
７ｂ  シリコン膜(ｎ＋ド－プ層)
８  コンタクト部
９  蓄積容量形成用独立電極
１０  当段ソ－スライン－透明画素電極間距離：ＤＬ
１０ａ  画素Ｒにおける当段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＬ(Ｒ)
１０ｂ  画素Ｇにおける当段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＬ(Ｇ)
１０ｃ  画素Ｂにおける当段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＬ(Ｂ)
１１  次段ソ－スライン－透明画素電極間距離：ＤＲ
１１ａ  画素Ｒにおける次段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＲ(Ｒ)
１１ｂ  画素Ｇにおける次段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＲ(Ｇ)
１１ｃ  画素Ｂにおける次段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＲ(Ｂ)
１２  パッシベ－ション用絶縁膜
１３  ゲ－ト絶縁膜
１４  アレイ用ガラス基板
１５  Ｃｓｄ－ＤＬ(ＤＲ)特性曲線
１６  マスク合わせマ－ジン限界値：ＤＫ
１７  蓄積容量部
１８ａ  画素Ｒ用ソ－スライン：ＶＳＲ
１８ｂ  画素Ｇ用ソ－スライン：ＶＳＧ
１８ｃ  画素Ｂ用ソ－スライン：ＶＳＢ
１９  ウィンドウ表示部
２０  背景パタ－ン表示部
２１  ウィンドウカラム部
２２  背景カラム部
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２３  背景ライン部
２４  ウィンドウライン部
２５  クロスト－ク表示部
２６ａ  画素Ｒ用ソ－スライン(ウィンドウカラム部)：
ＶＳＲ(ＢＸ)
２６ｂ  画素Ｇ用ソ－スライン(ウィンドウカラム部)：
ＶＳＧ(ＢＸ)
２６ｃ  画素Ｂ用ソ－スライン(ウィンドウカラム部)：
ＶＳＢ(ＢＸ)
２６ｄ  画素Ｒ用ソ－スライン(背景カラム部)：ＶＳＲ
(ＧＬ)
２６ｅ  画素Ｇ用ソ－スライン(背景カラム部)：ＶＳＧ
(ＧＬ)
２６ｆ  画素Ｂ用ソ－スライン(背景カラム部)：ＶＳＢ
(ＧＬ)
２７ａ  ＶＳＲ(ＢＸ)用パルス波形(背景ライン部)
２７ｂ  ＶＳＧ(ＢＸ)用パルス波形(背景ライン部)
２７ｃ  ＶＳＢ(ＢＸ)用パルス波形(背景ライン部)
２７ｄ  ＶＳＲ(ＧＬ)用パルス波形(背景ライン部)
２７ｅ  ＶＳＧ(ＧＬ)用パルス波形(背景ライン部)
２７ｆ  ＶＳＲ(ＧＬ)用パルス波形(背景ライン部)
２８ａ  ＶＳＲ(ＢＸ)用パルス波形(ウィンドウライン
部)
２８ｂ  ＶＳＧ(ＢＸ)用パルス波形(ウィンドウライン
部)
２８ｃ  ＶＳＢ(ＢＸ)用パルス波形(ウィンドウライン
部)
２８ｄ  ＶＳＲ(ＧＬ)用パルス波形(ウィンドウライン
部)
２８ｅ  ＶＳＧ(ＧＬ)用パルス波形(ウィンドウライン
部) *
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*２８ｆ  ＶＳＲ(ＧＬ)用パルス波形(ウィンドウライン
部)
２９  黒レベルソ－ス電圧(正極側)：＋Ｖ(ＢＬ)
３０  黒レベルソ－ス電圧(負極側)：－Ｖ(ＢＬ)
３１  中間調レベルソ－ス電圧(正極側)：＋Ｖ(ＧＬ)
３２  画素トランジスタ
３３ａ  画素Ｒ用透明画素電極
３３ｂ  画素Ｇ用透明画素電極
３３ｃ  画素Ｂ用透明画素電極
３４ａ  画素Ｒ用透明画素電極－画素Ｒ用ソ－スライン
間容量：Ｃｓｄ１(Ｒ)
３４ｂ  画素Ｇ用透明画素電極－画素Ｇ用ソ－スライン
間容量：Ｃｓｄ１(Ｇ)
３４ｃ  画素Ｂ用透明画素電極－画素Ｂ用ソ－スライン
間容量：Ｃｓｄ１(Ｂ)
３５ａ  画素Ｒ用透明画素電極－画素Ｇ用ソ－スライン
間容量：Ｃｓｄ２(Ｒ)
３５ｂ  画素Ｇ用透明画素電極－画素Ｂ用ソ－スライン
間容量：Ｃｓｄ２(Ｇ)
３５ｃ  画素Ｂ用透明画素電極－画素Ｒ用ソ－スライン
間容量：Ｃｓｄ２(Ｂ)
３６ａ  画素Ｘにおける当段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＬ(Ｘ)
３６ｂ  画素Ｙにおける当段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＬ(Ｙ)
３７ａ  画素Ｘにおける次段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＲ(Ｘ)
３７ｂ  画素Ｙにおける次段ソ－スライン－透明画素電
極間距離：ＤＲ(Ｙ)
３８  ブラックマトリクスパタ－ン

【図２】
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摘要(译)

解决的问题：为了实现垂直串扰水平低的液晶显示元件，即，即使对于
高清晰度的液晶显示元件也要保持高图像质量。 解决方案：像素电极左
端的图案边缘与靠近像素电极左侧的源极线右端的图案边缘之间的距离
DL，以及像素电极右端和与像素电极右侧相邻的源极的图案边缘之间的
距离DL。 -设置像素电极与源极线之间的位置关系，使得距源极线的左
端的图案边缘的距离DR具有不同的值。
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